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Siemens Transistor BF179B

BF179 A, BF179 B, BF179 C

Datasheet

NPN-Hochfrequenz-Transistoren fir
Farbdifferenzsignal-Endstufen in Farbfernsehgeraten
BF 179 A, BF 179 B und BF 179 C sind doppeltdiffundierte NPN-Silizium-Planar-
Transistoren im Gehduse 5 C 3 DIM 41873 (TO-38). Der Kollektor ist mit dem Ge-

hause elektrisch verbunden. Die Transistoren sind besonders zum Einsatz fur Farb-
differenzsignal-Endstufen in Farbfernsehempfangern geeignet:

BF 179 A fir Kanal (G-Y); BF 179 B for Kanal (R-Y); BF 179 C fir Kanal (B-Y).

05 i E.. E B |
Typ |  Bestellnummer = th 31-,
BF179 A Q62702-F144 E:ﬂ T
BF179 B Q62702-F146 |___ ___i L
BF179 C Q62702-F146 521 =1 Bw se-
Gewicht etwa 1.5 g Mabke in mm
Typ BF179A|BF179B |BF 178 C
Grenzdaten Kanal (G=Y) (R=Y) (B=Y)
Kollektor-Emitter-Spannung
(Aae = 1 k) Ucen 186 220 260 1)
Kollektor-Basis-Spannung Uegs 160 220 250 W
Emitter-Basis-Spannung Ueag b ] 5 W
Kollektorstrom Ie 60 6O 60 ma
Basisstrom Ig 10 10 10 mA,
Sperrschichttemperatur T 175 175 175 *C
Lagertemperatur Ta —-65 bis +176 *C
Gesamtverlustigistung Pror 1.7 | 1.7 | 1.7 W
Warmewiderstand
Kollektorsperrschicht — Luft Aenau = 220 = 220 = 220 |grd/W
Kollektorsperrschicht -
Transistorgehéuse Renie = 45 = 45 =45 | ord/W
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BF179 A, BF179B. BF179C

Statische Kenndaten (7y = 25°C)

BF179A|BF179B |BF179C

Kollektor-Emitter- Durchbruch-
spannung (Iz = 4 mA;

Rpg = 1kQ;Re =100 Q)
Emitter- Basis-Durchbruch-
spannung (eso = 100 pA)
Kollektor- Basis- Reststrom
(Ueng = 160 V)
Gleichstromverstarkung

(Ic = 20 mA; Uge = 15 V) B

Dynamische Kenndaten (7, = 25°C)

Uten) cen
Uisrieso

Teps

> 185 > 220 = 260

=5 =5

< 200 < 200 < 200 | nA

= 20 = 20 = 20

BF179A|BF179B |BF179C

Transitfrequenz

(I =10 mA; Ueg = 20V:
f =100 MHz)
Riackwirkungskapazitat

fIE = 1 mA; UCE = 20‘ W,
f =1 MHz)
Rickwirkungszeitkonstanta
(Ie =10 mA; Ufee = 20V
f =25 MHz)
Hochfrequenz- Kollektor-
Sattigungsspannung?)

(Ie = 20 mA; T; = 160°C;

f =05 MHz) Uchem

') Ist diejenige Kollektor-Emitterrestspannung.
BO% abgesunken ist.
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120 120 120 MHz

1,3(<3,5)[1.3(<3.5)[1.3(<3.5)| pF

< 100 < 100 < 100 | ps

16 16 16

HF

bei der die Verstarkung entlang der Lastgeraden auf

data without warranty / liability



Siemens

Transistor BF179B

BF179 A, BF179 B, BF179 C

Datasheet

Temperaturabhingigkait der
zulassigen G istung
Pioe = (T Ry, = Parameter

BF 179A, BF 1798, BF173C
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Kollektorstrom I = F (Lge)
Uep = 16 V: mit Kihlkdrper Ay, = 35° /W
BF179A, BF 1798, BF 172C

Stromverstirkung 8 = f (1)
Uge = 15 V: mit Kihlkirper Byp, = 35°/W
Ty= Parametar

BF1794, BF 1798, BF 178C
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BF179 A, BF179 B, BF179 C

Temperaturabhingigkeit des Reststromes Transitfraquenz fr = f (1)
I.;“ -rtru}: Ui;[: = 185Y UCE =15 "I".'.f- 50 MHz;

mit Kdhlkdrper Bype = 35° W
mA BF 1794, BF 1798, BF 179C iz BF 179A, BF 1798, BF 178C
w = PR —
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